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Remolina, W. Calleja, M. Linares, R. Murphy, M. Landa, I. Fuentes,
|. Zaldivar, T. Flores, T. Ledn, Memoria del XXXIII Congreso
Nacional de Fisica, Ensenada, B. C. N., octubre 1990, p. 102.
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Hernandez, J. Remolina, M. Linares, R. Murphy, M. Landa, I.
Fuentes, |. Zaldivar, T. Flores, T. Ledn, Memoria del XXXIII
Congreso Nacional de Fisica, Ensenada, B. C. N., octubre 1990, p.
102.
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Calleja, J. Remolina, I. Zaldivar, M. Landa, |. Fuentes, T. Flores, T.
Leén, Memoria del XXXIII Congreso Nacional de Fisica,
Ensenada, B. C. N., octubre 1990, p. 102.
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Linares, R. Murphy, W. Calleja, S. Fuentes, M. Aceves, |. Zaldivar,
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“Aplicacion de Métodos Estadisticos para Determinar las Causas
de Variabilidad en la Evaporacion de Aluminio: Un caso de
Estudio”, M. Aceves, J. Hernandez, R. Murphy, IV Encuentro
Nacional de Egresados de la Escuela Superior de Fisica y
Matematicas del IPN, Taxco, Guerrero, mayo 1991.

“Un Dispositivo para Ayuda en Deficiencias Auditivas”, F.
Sandoval, R. Murphy, Memoria del XXXIV Congreso Nacional de
Fisica, México, D. F., octubre 1991, p. 24.

“Estudio Comparativo de los Métodos AVgg y Punzonado para

Medir la Adherencia de Transistores de Potencia”, M. Aceves, R.
Murphy, Memoria del XXXIV Congreso Nacional de Fisica, México,
D. F., octubre 1991, p. 42.

“‘Deposito LPCVD de Silicio Policristalino: Una Revision”, R.
Murphy, M. Aceves, A. Torres, M. Landa, |. Fuentes, Memoria del
XXXV Congreso Nacional de Fisica, Puebla, Pue., octubre 1992,

pp. 2.

“‘Analisis por Computacion del Gammagrama de Vaciamiento
Gastrico”, C. Arteaga, R. Murphy, C. Manzano, L. Uscanga, L.
Morales, Memoria del XXVII Congreso Anual de la Sociedad
Mexicana de Medicina Nuclear, Ajijic, Jalisco, mayo 1993, pp. 112.

“Modelado de la Curva de Vaciamiento Gastrico”, R. Murphy, C.
Arteaga, Memoria del XXXVI Congreso Nacional de Fisica,
Acapulco, Gro., octubre 1993, pp. 87.

“The Use of Statistical Methods to Insure the Quality and
Optimization of Polysilicon Deposition”, M. Aceves, R. Murphy, A.
Torres, W. Calleja, 1993 International Integrated Reliability
Workshop, Presentation Viewgraph Booklet, Lake Tahoe,
California, EUA, octubre 1993, pp. 113-122.

“Modelado de Circuitos Integrados CMOS”, R. Murphy, Memoria
del VII Congreso de Electronica, Eléctrica y Sistemas
Computacionales, Tuxtla Gutiérrez, Chis., octubre 1997, pp. 24-27.

‘Impedancia  del Polisilicio Usado como Linea de
Interconexion en Circuitos Integrados”, Memoria del VI Encuentro
Regional de Investigacion y Ensefianza de la Fisica, Puebla, Pue.,
junio 1998, pp. 40.

“Temperature Dependence on Carrier Deflection in a Split-Drain
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International Symposium on Low Temperature Electronics,
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“Caracterizacion del TMOS en Altas Frecuencias”, R. Murphy,
Memoria del Primer Encuentro de Investigacion, INAOE,
Tonantzintla, Puebla, noviembre 2000, pp. 6.

“Fabricacion de Transistores de Heterounion de Silicio”, P.
Rosales, A. Torres, R. Murphy, Memoria del Primer Encuentro de
Investigacion, INAOE, Tonantzintla, Puebla, noviembre 2000, pp.
9.

“Fabricacion y Caracterizacién de Inductores Sobre Silicio”, J.
Huerta, A. Diaz, A. Torres, R. Murphy, W. Calleja, M. Landa,
Resumenes del XXI Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana
de Ciencia de Superficie y Vacio, A.C., octubre 2001, p. 54.

“‘Estado Actual y Perspectivas de los Postgrados en Ingenieria y
Tecnologia en México”, R. Murphy, Resumenes del XVI Congreso
Nacional de Posgrado, octubre 2002, p. 48-49.

“La Entrevista como Auxiliar en el Proceso de Admision a la
Maestria”, S. Zueck, A. Sarmiento, R. Murphy, Resumenes del
XIX Congreso Nacional de Posgrado, septiembre 2005, p. 66.

“La Entrevista como Herramienta de Evaluacion Cualitativa en el
Proceso de Seleccion a la Maestria en Electréonica del INAOE”, S.
Zueck, A. Sarmiento, R. Murphy, Resumenes del XIX Congreso
Nacional de Posgrado, septiembre 2005, p. 106.

“Electrical behaviour of Ti electrodes on MIM structures using a-
C:H film as insulator”, C. Zufiiga, A. Kosarev, A. Torres, P. Rosales,
W. Calleja, F. De la Hidalga, R. Murphy, Workshop on Frontiers in
Electronics, Cozumel, México, diciembre 2007.

“‘Analytical characterization and modeling of shielded test
structures for RFCMOS”, E. Torres, R. Torres, R. Murphy, E.
Gutiérrez, Workshop on Frontiers in Electronics, Cozumel, México,
diciembre 2007.

“Integrated Antennas”, R. Murphy, International Engineering
Seminar, Colombia, septiembre 17-20, 2013.

“‘Relevance of Engineering Education for Latin American
Development”, R. Murphy, International Engineering Seminar,
Colombia, septiembre 17-20, 2013.

“‘Modelo escalable para la inductancia intrinseca de inductores
espirales en RFCMOS”, J. Valdés-Rayén, R. Murphy-Arteaga, R.
Torres-Torres, Memoria del LVIII Congreso Nacional de Fisica,
Mérida, Yucatan, octubre 2015, pp. 122-123.
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2023 International Microwave Symposium, San Diego, CA, USA,
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Integrados ECMOS I”, M. Linares, R. Murphy, M. Aceves, W.
Calleja. Reporte Técnico # 88, INAOE, Tonantzintla, Puebla, 1991.
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R. Murphy, M. Linares, T. Leon, T. Flores, Reporte Técnico Final,
Proyecto COSNET 183.89, 1993.

“‘Apuntes de Teoria Electromagnética”, R. Murphy, Reporte Técnico
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“Celdas Digitales Estandar CMOS”, M. Linares, R. Murphy, W.

Calleja, Reporte Técnico # 204, INAOE, Tonantzintla, Puebla,
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Universitaria, revista de la Universidad de las Américas, Afo 2, No.
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“Fabricaciéon y Caracterizacion de Inductores Coplanares
Integrados”, J. Huerta, A. Diaz, A. Torres, R. Murphy, W. Calleja,
M. Landa, Memoria del Segundo Encuentro de Investigacion,
INAOE, noviembre 2001, pp. 189-192.
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Convencién Internacional de Educacion Superior, febrero 2002,
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“Difusion de Boro en Si0_848Ge0_15C0_002 Usando Recocidos
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Murphy, C. Zuhiga, Memoria del Tercer Encuentro de
Investigacion, INAOE, noviembre 2002, pp. 267-270.

“Modelado de la Capacitancia Parasita de Compuerta de un TMOS
LDD”, L. Ortega, R. Murphy, Memoria del Tercer Encuentro de
Investigacion, INAOE, noviembre 2002, pp. 303-306.

“‘Modelado del Transistor MOS para Aplicaciones de RF Utilizando
BSIM3v3”, R. Torres, R. Murphy, Memoria del Tercer Encuentro de
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‘Efecto de la Corriente de Fuga a Altas Frecuencias en
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Torres, R. Murphy, Memoria del Cuarto Encuentro de
Investigacion, INAOE, noviembre 2003, pp. 141-144.

‘n-Type a-SiGe:H/p-Type Crystalline-Silicon Heterojunctions”, P.
Rosales, A. Torres, R. Murphy, M. Landa, C. Zuhniga, Memoria del
Cuarto Encuentro de Investigacion, INAOE, noviembre 2003, pp.
153-156.

‘Low Temperature Annealing on n-type a-SiGe:H/p-type c-Silicon
Heterojunctions”, P. Rosales, A. Torres, R. Murphy, F.J. De la
Hidalga, Memoria del Quinto Encuentro de Investigacion, INAOE,
noviembre 2004, pp. 169-172.
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“‘Nivel Académico y Demanda de Posgrados”, R. Murphy,
Periddico El Financiero, miércoles 26 de mayo de 2010, pp. 8-9.

‘MTT World: Microwave Engineering in Mexico”, R. Murphy, R.
Torres, Microwave Magazine, Vol. 11, No. 6, octubre 2010, pp.
152-148.

“‘Mexico: More than Tortilla Chips”, R. Murphy, 50t Design
Automation Conference (DAC 2013), Austin, Texas, EUA, junio
2013.

“‘R&D in Latin America’, R. Murphy, R. Torres, J.E. Rayas, A.
Reynoso, M. Maya, A. Henze, A. Zozaya, P. Del Pino, J. Pefia, G.
Rafael, IEEE Microwave Magazine, Vol. 15, No. 3, IMS Special
Issue, mayo 2014, pp. 97-103.

“A Bird’s-eye View of Microwave R&D in Latin America”, R. Murphy,
Proceedings of the IEEE International Microwave Symposium (IMS
2015), Phoenix, Arizona, EUA, mayo 2015, pp. 1-3.

“‘High Frequency Device Characterisation Laboratory at the
“Instituto Nacional de Astrofisica, Optica y Electrénica (INAOE)’,
Tonantzintla, Puebla, México”, R. Murphy, R. Torres, Proceedings
of the 48t European Microwave Conference, Madrid, Espafa,
septiembre 2018, pp. 592-595.

“‘Aniversario de brillantes del transistor’, R. Murphy, seccidn
“México es Ciencia” del periddico “El Sol de México”, mayo 13,

2022. https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/el-aniversario-

de-brillantes-del-transistor-8274233.html
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“P-N Junction and MOSFET Capacitance”, St. John’s University,
1982.

‘Bases para el Disefio y Fabricacion de Circuitos Analdgicos
Integrados CMOS”, Instituto Nacional de Astrofisica, Optica y
Electronica, 1988.

“Prospects for the MOS Transistor as a High Frequency Device”,
Instituto Nacional de Astrofisica, Optica y Electrénica, 1997.

“Teoria Electromagnética para Estudiantes de Electréonica vy
Fisica”, Instituto Nacional de Astrofisica, Optica y Electronica,
Registro ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDA) #
03-1998-120912191600-01.1997.

“Teoria Electromagnética”, Editorial Trillas, ISBN 968-24-6277-0,
junio 2001.

Capitulo “The FTO/SRO/Si Structure as a Radiation Sensor”, M.
Aceves, A. Malik, R. Murphy, en libro “Sensors & Chemometrics
2001”, Research Signpost, India, ISBN 81-7736-067-1, noviembre
2001, pp. 1-25.



11.- PRESENTACIONES EN CONGRESOS Y CONFERENCIAS

1983 11.001 “Chips y Medicina Nuclear”, XVII Reunién Anual de la Sociedad
Mexicana de Medicina Nuclear, Cuernavaca, Morelos, abril 1983.
(Presentacion en sesion plenaria, 10 minutos)

1989 11.002 “Caracterizacion del Proceso de Fabricacién de Circuitos
Integrados del INAOE”, V Seminario de Fisica Electronica, México
D.F., agosto 1989.
(Presentacion en sesion plenaria, 20 minutos)

1990 11.003 “Un Proceso CMOS de Nueve Niveles”, Congreso de Electronica y
Comunicaciones UDLA-P-90. Universidad de las Américas,
Puebla, febrero 1990.
(Presentacion en sesion simultanea, 50 minutos)

11.004 “Disefio y Fabricacion de Circuitos Integrados CMOS”, XXXIII
Congreso Nacional de Fisica, Ensenada, B. C. N., octubre 1990.
(Presentacion en sesion simultanea, 10 minutos)

11.005 “Disefio y Fabricacion de un Sensor Magnético de Efecto Hall”,
XXXII Congreso Nacional de Fisica, Ensenada, B. C. N., octubre
1990.

(Explicacién oral de sesién mural)

11.006 “‘Desarrollo de un Proceso de Fabricacion NMOS”, XXXIII
Congreso Nacional de Fisica, Ensenada, B. C. N., octubre 1990.
(Explicacién oral de sesién mural)

11.007 “Celdas Basicas Digitales”, XXXIlII Congreso Nacional de Fisica,
Ensenada, B. C. N., octubre 1990.
(Explicacién oral de sesion mural)

11.008 “Caracterizacion Eléctrica de Circuitos Integrados CMOS”, XXXII|
Congreso Nacional de Fisica, Ensenada, B. C. N., octubre 1990.
(Explicacién oral de sesién mural)

11.009 ‘Implantaciéon de lones en Circuitos MOS Complementarios”,
XXXIII Congreso Nacional de Fisica, Ensenada, B. C. N., octubre
1990.

(Explicacién oral de sesidn mural)
11.010 “Peliculas CVD para Procesos MOS”, XXXIII Congreso Nacional

de Fisica, Ensenada, B. C. N., octubre 1990.
(Explicacién oral de sesidén mural)
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“Modelado de Circuitos Integrados CMOS en HSPICE”, Congreso
de Electronica y Comunicaciones, UDLA-P-91, febrero 1991.
(Presentacion en sesion plenaria, 50 minutos)

“Characterization and Modeling of Integrated Circuits”, Seminario
de Microelectronica México-Japon, INAOE, abril 5, 1991.
(Presentacion en sesion plenaria, 20 minutos)

“Caracterizacion de Circuitos Integrados”, Universidad Autonoma
de Puebla, mayo 2, 1991. (Conferencia invitada).
(Presentacion en sesion plenaria, 50 minutos)

“‘Modelado de Dispositivos CMOS”, IV Semana de Ingenieria
Electrénica, ITESO, 27 de agosto de 1991.
(Presentacion en sesion plenaria, 50 minutos)

“Un Dispositivo para Ayuda en Deficiencias Auditivas”, XXXIV
Congreso Nacional de Fisica, México, D. F., octubre 21, 1991.
(Presentacion en sesion simultanea, 10 minutos)

“Estudio Comparativo de los Métodos AVgg y Punzonado para

Medir la Adherencia de Transistores de Potencia”, XXXIV
Congreso Nacional de Fisica, México, D. F., octubre 22, 1991.
(Explicacién oral de sesién mural)

“‘Depdsito LPCVD de Silicio Policristalino: Una Revision”, XXXV
Congreso Nacional de Fisica, Puebla, Pue., octubre 26, 1992.
(Presentacion en sesion simultanea, 10 minutos)

“Modelado de la Curva de Vaciamiento Gastrico”, XXXVI Congreso
Nacional de Fisica, Acapulco, Gro., octubre 22, 1993.
(Presentacion en sesion simultanea, 10 minutos)

“Sobre la Caracterizacion en Alta Frecuencia de Transistores
MOS”, VI Congreso Internacional de Electrénica, Comunicaciones
y Computadoras (CONIELECOMP 96), febrero 29, 1996.
(Presentacion en sesion simultanea, 20 minutos)

“Programa de Computacion BIEXP para Radiofarmaco-cinética”,
Taller Avanzado de Capacitacion en Radiofarmacocinética,
México, D. F., marzo 1, 1996.

(Explicacién oral de sesién mural)

“Sobre el Modelado de Dispositivos Semiconductores”, Coloquio
de Ingenieria  Electronica, Instituto Tecnologico de Puebla,
septiembre 12, 1996.

(Presentacion en sesion plenaria, 50 minutos)
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11.026

11.027

11.028

11.029

11.030

“‘Modelado de Circuitos Integrados CMOS”, VII Congreso de
Electrénica, Eléctrica y Sistemas Computacionales, Tuxtla
Gutiérrez, Chis., octubre 23, 1997.

(Presentacion en sesion plenaria, 50 minutos)

“Characterization of the Submicron MOS Transistor for High-
Frequency Applications”, VIII Congreso Internacional de
Electrénica, Comunicaciones y Computadoras (CONIELECOMP
98), febrero 25, 1998.

(Presentacion en sesion simultanea, 20 minutos)

“‘Modelado de Circuitos Integrados CMOS”, Primera Conferencia
de Actualizacion en Ingenieria Electronica, Comunicaciones y
Computacion, CAIECC’'98, Poza Rica, Veracruz, México, marzo
25, 1998.

(Presentacion en sesion simultanea, 20 minutos)

‘Impedancia  del Polisilicio Usado como Linea de
Interconexion en Circuitos Integrados”, VI Encuentro Regional de
Investigacion y Enseflianza de la Fisica, junio 26, 1998.
(Explicacién oral de sesion mural)

“A Straightforward De-Embedding Technique for High-Frequency
Measurements of MOS Transistors”, Segundo Congreso
Internacional de Investigacién en Ingenieria Eléctrica y Electronica
1998, septiembre 14, 1998.

(Presentacion en sesion simultanea, 20 minutos)

“La Necesidad del Desarrollo de la Microelectrénica en México”,
Instituto Tecnologico de Puebla, octubre 9, 1998.
(Presentacion en sesion plenaria, 50 minutos)

‘“Impedancia de Lineas de Polisilicio”, IX Congreso Internacional
de Electréonica, Comunicaciones y Computadoras
(CONIELECOMP 99), marzo 2 1999.

(Presentacion en sesion simultanea, 20 minutos)

“Temperature Dependence of a Split—Drain MAGFET”, IX
Congreso Internacional de Electronica, Comunicaciones vy
Computadoras (CONIELECOMP 99), marzo 2 1999.

(Presentacion en sesion simultanea, 20 minutos)

“‘Analisis de Lineas de Interconexidén de Polisilicio para Circuitos
Integrados CMOS”, Primer Congreso Internacional en Electronica,
Comunicaciones y Computacion (CIECC’99), marzo 24 1999.
(Presentacion en sesion simultanea, 20 minutos)
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11.032

11.033

11.034

11.035

11.036

11.037

11.038

11.039

‘Algunas Consideraciones Sobre el Disefio y Fabricacion de
Circuitos Integrados CMOS para Comunicaciones Inalambricas”,
Seminario Institucional del INAOE, julio 22 1999.

(Presentacion en sesion plenaria, 50 minutos)

“Algunas Consideraciones Sobre el Disefio y Fabricacion de Cl
CMOS para Aplicaciones Inalambricas”, Seminario de la Maestria
en Dispositivos Semiconductores, Centro de Investigaciones en
Dispositivos Semiconductores, BUAP, julio 23 1999.

(Presentacion en sesion plenaria, 50 minutos)

“Circuitos Integrados CMOS para Comunicaciones Inalambricas:
Lineamientos de Disefio, Fabricacién y Simulacion”, X Congreso
Internacional de Electronica, Comunicaciones y Computadoras
(CONIELECOMP 2000), febrero 29, 2000.

(Conferencia magistral invitada, 60 minutos)

“Simulacion de Circuitos Integrados CMOS para Aplicaciones en
Altas Frecuencias Usando SPICE”, X Congreso Internacional de
Electrénica, Comunicaciones y Computadoras (CONIELECOMP
2000), marzo 1°, 2000.

(Presentacion en sesion simultanea, 20 minutos)

“Fabricacion de Circuitos Integrados en México”, SIEEEM2000,
octubre 13, 2000.
(Conferencia plenaria invitada, 80 minutos)

“Caracterizacion del TMOS en Altas Frecuencias”, Primer
Encuentro de Investigacion, INAOE 2000, noviembre 16, 2000.
(Conferencia plenaria, 15 minutos)

‘A Perspective of Research & Development in México”, Annual
Ibero American Research and Development Summit (AIRDS
2001), Albuquerque, Nuevo México, EUA, mayo 8 2001.
(Conferencia simultanea invitada, 20 minutos)

“Caracterizacion del Transistor MOS en Altas Frecuencias”,
Segundo Encuentro de Investigacion, INAOE 2001, noviembre 15,
2001.

(Explicacién oral de sesién mural)

“Microelectronica en México”, Primer Congreso Internacional de
Sistemas y Comunicaciones, Universidad Cristobal Coldn,
Veracruz, Veracruz, México, noviembre 17, 2001.

(Conferencia plenaria invitada, 105 minutos)
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“‘Problemas que Enfrentan los Postgrados en Ingenieria y
Tecnologia en México”, 3ra Convencién Internacional de
Educacion Superior, La Habana, Cuba, febrero 5 2002.
(Conferencia plenaria, 45 minutos)

“La Fisica y las Matematicas en el Analisis y Disefio del Transistor
MOS”, Sexto Ciclo de Conferencias de Fisica y Matematicas,
Universidad de las Américas, Cholula, Puebla, México, febrero 13
2002.

(Conferencia plenaria invitada, 60 minutos)

“Microelectronica”, XL Semana de Ciencias, Universidad
Auténoma de San Luis Potosi, San Luis Potosi, San Luis Potosi,
México, marzo 21 2002.

(Conferencia plenaria invitada, 60 minutos)

“An Alternative Method to Determine Effective Channel Length and
Parasitic Series Resistance of LDD MOSFET’s”, Fourth IEEE
International Caracas Conference on Devices, Circuits and
Systems (ICCDCS2002), Aruba, Antillas Holandesas, abril 17
2002.

(Conferencia simultanea, 20 minutos)

“Consequence of the Coupled Variables in Homotopic Simulation
of Nonlinear Resistive Circuits”, Fourth IEEE International Caracas
Conference on Devices, Circuits and Systems (ICCDCS2002),
Aruba, Antillas Holandesas, abril 18 2002.

(Conferencia simultanea, 20 minutos)

“‘Engineering Education in Latin America needs to be Thoroughly
Overhauled” Fourth IEEE International Caracas Conference on
Devices, Circuits and Systems (ICCDCS2002), Aruba, Antillas
Holandesas, abril 18 2002.

(Participacion invitada en Mesa Redonda, 150 minutos)

“La Educacion Superior en Puebla: Caracteristicas y Tendencias”
Tercer Congreso de Educacion Superior SEP-Puebla, Cholula,
Puebla, México, abril 26 2002.

(Participacion invitada en Mesa Redonda, 135 minutos)

“Formando Investigadores” VIII Encuentro Regional de la
Investigacion y Ensefianza de la Fisica, BUAP, Puebla, México,
junio 6 2002.

(Participacion invitada en Mesa Redonda, 150 minutos)
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“‘Estado Actual y Perspectivas de los Postgrados en Ingenieria y
Tecnologia en México”, R. Murphy, XVI Congreso Nacional de
Posgrado, Morelia, Michoacan, octubre 22 2002.
(Presentacion en sesion simultanea, 10 minutos)

“‘Estado de la Educacién en Ingenieria y Tecnologia en México”
IEEE Latin-American CAS Tour 2000, INAOE, Tonantzintla,
Puebla, México, noviembre 20 2002.

(Participacion invitada en Mesa Redonda, 150 minutos)

“On the State of Electronic Engineering Education in Mexico”, R.
Murphy, Ibero American Summit on Engineering Education, Sao
José dos Campos, Brasil, Marzo 25 2003.

(Presentacion en sesion simultanea, 20 minutos)

“¢ Es el Futuro la Especializacion?” Tercer Simposio Nacional La
Optica en la Industria, INAOE, Tonantzintla, Puebla, México, julio
11 2003.

(Participacion invitada en Mesa Redonda, 120 minutos)

“Laboratorios Remotos para la Educacién a Distancia en
Electrénica”, 4to. Congreso Internacional de Educacién Superior
(UNIVERSIDAD 2004), La Habana, Cuba, febrero 6 2004.
(Participacion en sesidon simultanea, 15 minutos)

“Formacion de Posgrado en Microelectronica y Microtecnologias,
¢(Es Viable Compartir Recursos?”, X Workshop Iberchip,
Cartagena, Colombia, marzo 12 2004.

(Participacion invitada en Mesa Redonda, 105 minutos)

“‘Disefio de Antenas”, VI Congreso Nacional de Sistemas
Computacionales, Universidad Cuauhtémoc, Abril 28, 2004.
(Participacion invitada en Sesion Plenaria, 60 minutos)

“‘CEITEC and the Latin American Microelectronics Market
Development”, Seminario Desafios da Microeletrénica: o papel do
CEITEC, Porto Alegre, Brasil, junio 1, 2004.

(Participacion invitada en Mesa Redonda, 120 minutos)

“Straightforward Determination of Small-Signal Model Parameters
for Bulk RF-MOSFETs”, Fifth IEEE International Caracas
Conference on Devices, Circuits and Systems (ICCDCS2004),
Punta Cana, Republica Dominicana, noviembre 3 2004.
(Participacion en sesién simultanea, 20 minutos)
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“Linearity in Two Optical Receiver Structures for High-Frequency
Applications”, Fifth IEEE International Caracas Conference on
Devices, Circuits and Systems (ICCDCS2004), Punta Cana,
Republica Dominicana, noviembre 4 2004.

(Participacion en sesién simultanea, 20 minutos)

“‘Effects of the Low Temperature Annealing on the Transport
Mechanisms in n-type a-SiGe:H/p-type c-Silicon Heterojunctions”,
Fifth IEEE International Caracas Conference on Devices, Circuits
and Systems (ICCDCS2004), Punta Cana, Republica Dominicana,
noviembre 4 2004.

(Participacion en sesidon simultanea, 20 minutos)

‘Estado de los Programas de Postgrado en Ingenieria y
Tecnologia en Meéxico”, Foro Nacional Sobre el Sistema de
Educacién Superior, Pachuca, Hidalgo, México, octubre 11 2005.
(Participacion en sesién simultanea, 20 minutos)

‘Estado de los Programas de Postgrado en Ingenieria vy
Tecnologia en México”, Foro Nacional Sobre el Sistema de
Educacion Superior, México D.F., México, febrero 27 2006.
(Participacion en sesidon simultanea, 20 minutos)

“Nuevos Escenarios para el Posgrado”, XXI Congreso Nacional de
Posgrado, Guadalajara, Jalisco, México, Noviembre 22, 2007.
(Participacion invitada en Mesa Redonda, 90 minutos)

“Perspectivas de Desarrollo de Jdvenes Investigadores en el
Pais”, VII Taller Nacional de Estudiantes de Posgrado de Fisica y
Ciencia de Materiales, Puebla, Puebla, 13 de marzo 2008.
(Participacion invitada en Mesa Redonda, 120 minutos)

‘Modelado del Transistor MOS para Aplicaciones en Altas
Frecuencias”, Universidad Simén Bolivar, Caracas, Venezuela, 19
de junio de 2008.

(Participacion invitada en Sesion Plenaria, 100 minutos)

“Metamaterial-Mems Reconfigurable Transmission Line”, 2009
International Iberchip Workshop (IWS2009), Buenos Aires,
Argentina, marzo 27 2009.

(Participacion en sesién simultanea, 15 minutos)

“El Estado y Perspectivas de la Investigaciéon en la Universidad
Publica”, Primer Foro de Resultados de Investigacion, Universidad
Auténoma de Ciudad Juarez, Ciudad Juarez, Chihuahua, México,
agosto 28 20009.

(Participacion invitada en Mesa Redonda, 120 minutos)
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“‘El Estado Actual y Perspectivas del Postgrado en México”,
Universidad Auténoma de Tamaulipas, Ciudad Victoria,
Tamaulipas, México, marzo 17 2010.

(Participacion invitada en Sesion Plenaria, 90 minutos)

“Una Vision del Postgrado en México”, Centro de Investigaciones
Bioldgicas del Noroeste, La Paz, Baja California Sur, México, abril
21 2010.

(Participacion invitada en Sesion Plenaria, 60 minutos)

“El Estado Actual y Perspectivas del Postgrado en México”,
Universidad Autonoma de Baja California Sur, La Paz, Baja
California Sur, México, abril 21 2010.

(Participacion invitada en Sesion Plenaria, 60 minutos)

“La Importancia de los Medios de Comunicacion Modernos en el
Posgrado”, Universidad Autéonoma del Estado de Hidalgo,
Pachuca, México, mayo 20 2010.

(Participacion invitada en Mesa Redonda, 90 minutos)

“El impacto de la investigacion educativa en el quehacer de las
IES”, Instituto Politécnico Nacional, México, D.F., México, mayo 28
2010.

(Participacion invitada en Mesa Redonda, 120 minutos)

“‘Evaluando Resultados de los Programas de Apoyo a Becas de
Posgrado”, México, D.F., México, junio 24, 2010.
(Participacion invitada en Mesa Redonda, 150 minutos)

“Electrénica de Altas Frecuencias”, Instituto Tecnolégico Superior
de Atlixco, Puebla, México, octubre 18, 2010.
(Conferencia Magistral Invitada, 60 minutos)

‘High Frequency Measurements:  The Basics”, Universidade
Federal de Santa Catarina, Floriandpolis, Brasil, 16 de mayo de
2011.

(Conferencia Magistral invitada, 90 minutos)

“El PNPC y Paradigmas de Calidad del Posgrado”, Guanajuato,
Guanajuato, México, septiembre 22, 2011.
(Participacion invitada en Mesa Redonda, 150 minutos)

“‘La Ingenieria en América Latina: Situacién y Retos”, Bogota

Colombia, agosto 15, 2012.
(Participacion invitada en Sesion Plenaria, 60 minutos)
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‘La Situacion de la Ingenieria en América Latina”, Congreso
Nacional de Posgrado, Morelia, Michoacan, México, septiembre
27, 2012.

(Participacion en sesiéon simultanea, 20 minutos)

“ISTEC’s Impact on the Development of Science and Technology
Education in Latin America”, World Engineering Education Forum
(WEEF 2012), Buenos Aires, Argentina, octubre 17, 2012.
(Participacion en sesidon simultanea, 20 minutos)

“Overhauling Engineering Education in Latin America”, World
Engineering Education Forum (WEEF 2012), Buenos Aires,
Argentina, octubre 18, 2012.

(Participacion en sesién simultanea, 20 minutos)

“‘Design Considerations for Integrated Antennas used in High
Frequency Applications”, R. Murphy, XIX International IBERCHIP
Workshop, Cusco, Peru, febrero 27 2013.

(Participacion en sesidon simultanea, 20 minutos)

“Tendencias Actuales y Vision de la Investigacion en México”, R.
Murphy, 6! Coloquio Interdisciplinario de Doctorado, Universidad
Popular Autonoma del Estado de Puebla, junio 27, 2013.
(Participacion invitada en Sesion Plenaria, 60 minutos)

“‘Relevancia de la Educacién en Ingenieria para el Desarrollo de
América Latina”, R. Murphy, International Engineering Seminar,
Universidad San Gil, Colombia, septiembre 17, 2013, El Yopal,
Casanare, Colombia; 19 de septiembre de 2013, San Gil,
Santander, Colombia.

(Conferencia Magistral invitada, 90 minutos)

“‘Engineering Education for Development”, R. Murphy, International
Engineering Seminar, Universidad San Gil, Colombia, septiembre
17, 2013, El Yopal, Casanare, Colombia; 19 de septiembre de
2013, San Gil, Santander, Colombia.

(Participacion invitada en Mesa Redonda, 90 minutos)

“‘Antenas Integradas”, R. Murphy, International Engineering
Seminar, Universidad San Gil, Colombia, septiembre 18, 2013, El
Yopal, Casanare, Colombia; 20 de septiembre de 2013, San Gil,
Santander, Colombia.

(Conferencia Magistral invitada, 90 minutos)

“‘Understanding the Properties of RF-MOSFETs Using the Smith
Chart”, R. Murphy, World Engineering Education Forum (WEEF
2013), Cartagena, Colombia, septiembre 25, 2013.

(Participacion en sesidon simultanea, 20 minutos)

— 42—



2014

2015

11.085

11.086

11.087

11.088

11.089

11.090

11.091

11.092

11.093

“‘Relationship with the Environment: Innovation and
Entrepreneurship”, R. Murphy, World Engineering Education
Forum (WEEF 2013), Cartagena, Colombia, septiembre 26, 2013.
(Participacion invitada en Mesa Redonda, 60 minutos)

“‘Antenas Integradas”, R. Murphy, Universidad Veracruzana,
Veracruz, Veracruz, México, octubre 31, 2014.
(Conferencia magistral invitada, 90 minutos)

“Characterization of Semiconductor Devices in the High-Frequency
Regime”, R. Murphy, IEEE Latin American Symposium on Circuits
and Systems (LASCAS 2015), Montevideo, Uruguay, febrero 25,
2015.

(Curso Tutorial, 180 minutos)

“A Bird’s-eye View of Microwave R&D in Latin America”, R. Murphy,
IEEE International Microwave Symposium (IMS 2015), Phoenix,
Arizona, EUA, mayo 21, 2015.

(Participacion en sesién simultanea, 10 minutos)

“La Investigaciéon en México, Realidad y Perspectiva”, R. Murphy,
Tercer Encuentro de Jovenes Investigadores, Universidad de
Colima, octubre 16, 2015.

(Conferencia Magistral invitada, 90 minutos)

“Sensores para Aplicaciones Bio-Médicas”, R. Murphy, Coloquio
de la Sociedad de Dispositivos Electronicos de |IEEE, Universidad
Javeriana, Bogota, Colombia, octubre 20, 2015.

(Conferencia Magistral invitada, 90 minutos)

“Sensores para Aplicaciones Bio-Médicas”, R. Murphy, Cuarto
Congreso Internacional de Instrumentacion, Control y
Telecomunicaciones y Primer Congreso Internacional en Disefio,
Fabricacion y Nuevos Materiales, Universidad Santo Tomas, Tunja,
Colombia, octubre 22, 2015.

(Conferencia Magistral invitada, 90 minutos)

“Disefio de Antenas”, R. Murphy, Cuarto Congreso Internacional de
Instrumentacion, Control y Telecomunicaciones y Primer Congreso
Internacional en Disefo, Fabricacion y Nuevos Materiales,
Universidad Santo Tomas, Tunja, Colombia, octubre 23, 2015.
(Curso tutorial, 270 minutos)

“‘La Necesidad de Fomentar la Investigacion de Alto Impacto en
América Latina”, R. Murphy, Tercer Encuentro Grupos de
Investigacion, Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
Bogota, Colombia, noviembre 18, 2015.

(Conferencia Magistral invitada, 90 minutos)

— 43—



2016

2017

11.094

11.095

11.096

11.097

11.098

11.099

11.100

11.101

11.102

11.103

“Sensores para Aplicaciones Bio-Médicas”, R. Murphy, XXVI
Simposium Internacional Tecnotrénica, Instituto Tecnoldgico de
Morelia, Morelia, Michoacan, México, abril 21, 2016.

(Conferencia Magistral invitada, 60 minutos)

“Characterization of the MOS Transistor in the High-Frequency
Regime”, R. Murphy, Universidade Federal do Santa Maria, Brasil,
mayo 9, 2016.

(Conferencia Magistral invitada, 90 minutos)

“Characterization of the MOS Transistor in the High-Frequency
Regime”, R. Murphy, Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Brasil, mayo 12, 2016.

(Conferencia Magistral invitada, 75 minutos)

“‘“An Overview of RF and Microwave Engineering Research
Collaboration between Latin America and the Rest of the World”,
R. Murphy, 46" European Microwave Conference (EuMWC 2016),
Londres, Inglaterra, octubre 6, 2016.

(Participacion en sesién simultanea, 20 minutos)

“A Versatile, CMOS Compatible, Integrated Antenna for Millimeter-
Wave Applications”, R. Murphy, 2017 Latin American Symposium
on Circuits and Systems (LASCAS 2017), Bariloche, Argentina,
febrero 22, 2017.

(Participacion en sesién simultanea, 20 minutos)

“The Global Impact of Electrical and Computer Engineering in
Society. Case in Point: Latin America”, R. Murphy, Conferencia
ECEDHA 2017, Miramar Beach, Florida, EUA, marzo 18, 2017.
(Participacion invitada en Mesa Redonda, 90 minutos)

“‘Panorama General del uso de Sensores para Aplicaciones en los
Campos de la Salud”, R. Murphy, UPAEP, Puebla, abril 6, 2017.
(Conferencia Magistral invitada, 60 minutos)

“Importancia del Trabajo Cientifico”, R. Murphy, INAOE, Puebla,
mayo 11, 2017.
(Conferencia Magistral invitada, 60 minutos)

“Antenas para Comunicaciones Inalambricas y Otras
Aplicaciones”, R. Murphy, UPAEP, Puebla, junio 30, 2017.
(Conferencia Magistral invitada, 30 minutos)

‘Antenas en Circuitos Integrados”, R. Murphy, Universidad de

Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, agosto 23, 2017.
(Conferencia Magistral, 60 minutos)
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‘Antenas Integradas”, R. Murphy, Universidad Iberoamericana
Puebla, octubre 5, 2017.
(Conferencia Magistral, 60 minutos)

‘High Frequency Device Characterisation Laboratory at the
“Instituto Nacional de Astrofisica, Optica y Electrénica (INAOEY’,
Tonantzintla, Puebla, México”, R. Murphy, 48t European
Microwave Conference, Madrid, Espafa, septiembre 26, 2018.
(Participacion invitada en sesion simultanea, 20 minutos)

“‘Panorama de la Investigacion Cientifica en América Latina”, R.
Murphy, Congreso Internacional “La Influencia de la Tecnologia en
las Comunidades del Conocimiento”, La Paz, Bolivia, octubre 12,
2018.

(Conferencia Magistral invitada, 60 minutos)

“Some Considerations Regarding the Modeling and
Characterization of Bulk CMOS Devices for High-Frequency
Applications”, R. Murphy, 2018 |EEE 13t Nanotechnology
Materials and Devices Conference (NMDC), Portland, Oregon,
EUA, octubre 15, 2018.

(Participacion invitada en sesion simultanea, 30 minutos)

“‘Antenas Integradas: Pasado, Presente y Futuro”, R. Murphy,
Conferencista Distinguido EDS, Universidad Pontificia Bolivariana,
Medellin, Colombia, octubre 18, 2018.

(Conferencia Magistral invitada, 90 minutos)

‘Integrated Antennas: Past, Present and Future”, R. Murphy,
Workshop on Engineering Applications (WEA'18), Medellin,
Colombia, octubre 18, 2018.

(Conferencia Magistral invitada, 90 minutos)

‘Integrated Antennas: Past, Present and Future”, R. Murphy,
National Micro and Nanoelectronics Conference (nano MX 2018),
Puebla, México, octubre 26, 2018.

(Conferencia Magistral invitada, 60 minutos)

“Fundamental Aspects of CMOS RF Modeling and
Characterization”, R. Murphy, Hyderabad EDS Mini Colloquium,
Hyderabad, India, febrero 24, 2019.

(Conferencia Magistral invitada, 60 minutos)

“Characterization of Semiconductor Devices in the High-Frequency
Regime”, R. Murphy, MOS-AK India 2019, Hyderabad, India,
febrero 25, 2019.

(Curso Tutorial Invitado, 180 minutos)
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“‘RF Electrical Characterization”, R. Murphy, ESSDERC/ESSCIRC
2019, Cracovia, Polonia, septiembre 23, 2019.
(Curso Tutorial Invitado, 45 minutos)

“Characterization of Semiconductor Devices in the High-Frequency
Regime”, R. Murphy, MOS-AK San Francisco, diciembre 11, 2019.
(Conferencia Magistral invitada, 30 minutos)

“Introduccion a la Tecnologia 5G: ;Dafa la Salud?”, R. Murphy,
platica remota en el Primer Ciclo de Conferencias de Sociedad de
Ciencia, Tecnologia e Investigacion Juvenil de México AC, junio 20,
2020.

(Conferencia Magistral invitada, 60 minutos)

“La importancia de la ciencia”, R. Murphy, conferencia virtual en el
marco del ciclo Martes de Ciencia con el INAOE, 21 de julio de
2020.

(Conferencia Magistral, 60 minutos)

“‘Antenas Integradas”, R. Murphy, conferencia virtual para la
Universidad Centroamericana de Nicaragua, octubre 3, 2020.
(Conferencia Magistral invitada, 60 minutos)

“La vida después del Pajaro Madrugador”, R. Murphy, conferencia
virtual durante la Semana Mundial del Espacio, octubre 6, 2020.
(Conferencia Magistral invitada, 60 minutos)

“Some issues on the high-frequency compact modeling of CMOS
transistors and related devices”, R. Murphy, conferencia virtual
durante el 13th International MOS-AK Workshop, Silicon Valley,
California, USA, diciembre 10, 2020.

(Conferencia Magistral invitada, 30 minutos)

‘La Red 5G”, R. Murphy, platica remota para el Instituto
Tecnoldgico de Orizaba, 23 de marzo de 2021.
(Conferencia Magistral invitada, 60 minutos)

“Modeling Issues for CMOS RF ICs”, R. Murphy, platica remota en
el 3rd MOS-AK/LADEC Workshop, 18 de abril de 2021.
(Conferencia Magistral invitada, 60 minutos)

“La Red 5G: Realidades y Mitos”, R. Murphy, conferencia virtual en
el marco del ciclo Martes de Ciencia con el INAOE, 15 de junio de
2021.

(Conferencia Magistral, 60 minutos)
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“‘Modeling Passive Devices for RF CMOS Circuits”, R. Murphy,
conferencia virtual en el marco de la 28t International Conference
“Mixed Design of Integrated Circuits and Systems”, junio 26, 2021.
(Conferencia Magistral Invitada, 30 minutos)

‘La Red 5G: Realidades y Mitos”, R. Murphy, conferencia virtual
para estudiantes del postgrado en Electrdonica y
Telecomunicaciones, CICESE, septiembre 29, 2021.

(Conferencia Magistral Invitada, 60 minutos)

“‘Antenas Integradas”, R. Murphy, platica remota para el Instituto
Tecnoldgico de Orizaba, octubre 13, 2021.
(Conferencia Magistral Invitada, 60 minutos)

“‘Sistemas Satelitales”, R. Murphy, platica remota para el Instituto
Tecnoldgico de Orizaba, noviembre 23, 2021.
(Conferencia Magistral Invitada, 60 minutos)

“‘Modeling integrated passive components for high frequency
applications”, R. Murphy, platica remota durante el 2dc Congreso
Nacional de Micro y Nanoelectronica (nanoMX2021), diciembre 2,
2021.

(Conferencia Magistral Invitada, 60 minutos)

“‘Compact Modeling of through-silicon-vias with different ground
configurations”, R. Murphy, conferencia virtual durante el 14th
International MOS-AK Workshop, Silicon Valley, California, USA,
diciembre 17, 2021.

(Conferencia Magistral invitada, 30 minutos)

“The need for antenna compact models”, R. Murphy, conferencia
virtual durante el Latin American Spring MOS-AK Workshop,
Puebla, Puebla, México, abril 29, 2022.

(Conferencia plenaria, 30 minutos)

“Further Considerations on RF CMOS Compact Modeling”, R.
Murphy, conferencia virtual durante el 4t MOS-AK/LAEDC
Workshop, Puebla, Puebla, México, julio 3, 2022.

(Conferencia plenaria, 30 minutos)

“‘Metamaterial-based Antennas for On-chip Applications in the
Millimeter-Wave Range”, R. Murphy, AP-S/URSI 2022, Denver,
Colorado, EUA, julio 13, 2022.

(Conferencia simultanea, 20 minutos)
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“Characterization and Modeling the MOS Transistor and Passive
Devices for HF Operation”, R. Murphy, Conferencia virtual en el
marco de la Escuela de Verano de EDS en Silchar, Assam, India,
20 de agosto de 2022.

(Conferencia magistral invitada, 60 minutos)

“Tecnologia Satelital”, R. Murphy, Conferencia en el marco de la
“‘Jornada del Conocimiento 2022” del Centro de Bachillerato
Tecnoldgico Industrial y de Servicios # 16, Atlixco, Puebla, 19 de
octubre de 2022.

(Platica de divulgacion invitada, 60 minutos)

‘Evolucion de la Tecnologia Satelital”’, R. Murphy, Instituto
Tecnoldgico de Morelia, Morelia, Michoacan, 8 de noviembre de
2022.

(Platica invitada, 60 minutos)

“Semiconductor Devices and Passive Components Charac-
terization for High Frequency Applications”, R. Murphy, 2022 IEEE
International Autumn Meeting on Power, Electronics and
Computing (ROPEC 2022), Ixtapa, Guerrero, México, 9 de
noviembre de 2022.

(Conferencia Magistral invitada, 60 minutos)

“Modelado de Antenas Integradas”, R. Murphy, 142 Semana BEIFI
y Proyectos de Investigacion, ESIME Culhuacan, CDMX, México,
28 de noviembre de 2022.

(Conferencia Magistral invitada, 45 minutos)

“Active and Passive Devices for High-Frequency Applications”, R.
Murphy, en el marco del ciclo de conferencias CASS Tour México
2022, Universidad de Guadalajara e ITESO, Guadalajara, México,
29 de noviembre de 2022.

(Conferencia Magistral invitada, 45 minutos)

“‘Modeling of Integrated Antennas”, R. Murphy, en el marco del
ciclo de conferencias CASS Tour México 2022, Universidad
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No. 7, July 2023, pp. 1021-1029. DOI: 10.1109/
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12.381
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12.383

12.384

12.385

12.386

12.387
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physics learning of Ecuadorian engineering students”, E.D.
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Argentina, July 17-21, 2023, pp. 1-9.
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13.-

CURSOS IMPARTIDOS

1)

1987

1988

1989

1990

1991

1997

Cursos a nivel licenciatura:

13.1.1

13.1.2

13.1.3

13.1.4

13.1.5

13.1.6

13.1.7

13.1.8

13.1.9

13.1.10

13.1.11

“Algebra Elemental”
Universidad de las Américas,
Agosto-diciembre 1987

“Fisica I”
Universidad de las Américas,
Agosto-diciembre 1987

“Teoria Electromagnética I”
Universidad de las Américas,
Enero-mayo 1988

“Teoria Electromagnética I”
Universidad de las Américas,
Agosto-diciembre 1989

“Teoria Electromagnética I”
Universidad de las Américas,
Enero-mayo 1990

“Teoria Electromagnética I”

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Universidad de las Américas, Cholula, Puebla

Enero-mayo 1991

“Teoria Electromagnética I”
Universidad de las Américas,
Agosto-diciembre 1991

“Teoria Electromagnética”
Universidad de las Américas,
Enero-mayo 1997

“Electronica II”
Universidad de las Américas,
Enero-mayo 1997

“Teoria Electromagnética”
Universidad de las Américas,
Agosto-diciembre 1997

“Antenas”

Universidad de las Américas,
Agosto-diciembre 1997
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Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla



1998

1999

2000

2001

13.1.12

13.1.13

13.1.14

13.1.15

13.1.16

13.1.17

13.1.18

13.1.19

13.1.20

13.1.21

13.1.22

13.1.23

“Teoria Electromagnética”
Universidad de las Américas,
Enero-mayo 1998

“Antenas”
Universidad de las Américas,
Enero-mayo 1998

“Teoria Electromagnética”
Universidad de las Américas,
Agosto-diciembre 1998

“Antenas”
Universidad de las Américas,
Agosto-diciembre 1998

“Antenas”
Universidad de las Américas,
Enero-mayo 1999

“Antenas”
Universidad de las Américas,
Agosto-diciembre 1999

“Antenas”
Universidad de las Américas,
Enero-mayo 2000

“Teoria Electromagnética”
Universidad de las Américas,
Enero-mayo 2000

“Teoria Electromagnética”
Universidad de las Américas,
Mayo-junio 2000

“Antenas”
Universidad de las Américas,
Agosto-diciembre 2000

“Teoria Electromagnética”
Universidad de las Américas,
Agosto-diciembre 2000

“Antenas”

Universidad de las Américas,
Enero-mayo 2001
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Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla



2002

2003

2004

2005

2006

13.1.24

13.1.25

13.1.26

13.1.27

13.1.28

13.1.29

13.1.30

13.1.31

13.1.32

13.1.33

13.1.34

13.1.35

“Teoria Electromagnética”
Universidad de las Américas,
Enero-mayo 2001

“Antenas”
Universidad de las Américas,
Agosto-diciembre 2001

“Antenas”
Universidad de las Américas,
Enero-mayo 2002

“Antenas’
Universidad de las Américas,
Agosto-diciembre 2002

“Antenas”
Universidad de las Américas,
Enero-mayo 2003

“Antenas”
Universidad de las Américas,
Agosto-diciembre 2003

“Antenas’
Universidad de las Américas,
Enero-mayo 2004.

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

Cholula, Puebla

“Lineas de Transmisién y Antenas”

Universidad de las Américas,
Agosto-Diciembre 2004.

Cholula, Puebla

‘Lineas de Transmision y Antenas”

Universidad de las Américas,
Enero-mayo 2005.

Cholula, Puebla

“Lineas de Transmisién y Antenas”

Universidad de las Américas,
Agosto-diciembre 2005.

Cholula, Puebla

“Lineas de Transmisién y Antenas”

Universidad de las Américas,
Enero-mayo 2006.

Cholula, Puebla

‘Lineas de Transmision y Antenas”

Universidad de las Américas,
Agosto-diciembre 2006.
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Cholula, Puebla



2007 13.1.36 “Lineas de Transmision y Antenas”
Universidad de las Américas, Cholula, Puebla
Enero-mayo 2007.

13.1.37 “Lineas de Transmision y Antenas”

Universidad de las Américas, Cholula, Puebla
Agosto-diciembre 2007.
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2)

1989

1990

1991

1992

Cursos a nivel postgrado:

13.2.1

13.2.2

13.2.3

13.2.4

13.2.5

13.2.6

13.2.7

13.2.8

13.2.9

13.2.10

13.2.11

“Dispositivos Semiconductores”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Enero-mayo 1989

“Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Mayo-julio 1989

“Modelado de Dispositivos Semiconductores y Circuitos

Integrados”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Mayo-agosto 1989

“Caracterizacion y Optimizacion de Circuitos Integrados”
INAOE, Tonantzintla, Puebla

Agosto-diciembre 1989

(Co-impartido por Monico Linares)

“Fisica Electronica”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 1989

“Fisica del Estado Sélido”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Enero-mayo 1990

“Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Mayo-julio 1990

“Electromagnetismo”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Enero-mayo 1991

“Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Mayo-julio 1991

“Dispositivos Electronicos”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 1991

“Fisica de Dispositivos Semiconductores”

INAOE, Tonantzintla, Puebla
Enero-mayo 1992

—105—



1993

1994

1996

1997

1998

13.2.12

13.2.13

13.2.14

13.2.15

13.2.16

13.2.17

13.2.18

13.2.19

13.2.20

13.2.21

13.2.22

13.2.23

“Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Mayo-julio 1992

“Dispositivos Electrénicos”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 1992

“Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-Agosto 1993

“Fisica” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-Agosto 1994

“Fisica de Dispositivos Semiconductores”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Enero-mayo 1996

“Fisica” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-Agosto 1996

“Fisica” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-Agosto 1997

“Modelado de Dispositivos Semiconductores”

INAOE, Tonantzintla, Puebla

Agosto-Diciembre 1997

(Co-impartido con Edmundo Gutiérrez y Alfonso Torres)

“Fisica de Dispositivos Semiconductores”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Enero-mayo 1998

“Fisica” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-Agosto 1998

“Teoria Electromagnética”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-Diciembre 1998

“Fisica y Modelado del Transistor MOS”

INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-Diciembre 1998
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1999 13.2.24 “Fisica de Dispositivos Semiconductores”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Enero-mayo 1999

13.2.25 “Fisica y Modelado del Transistor MOS”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Enero-mayo 1999

13.2.26 “Fisica” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-Agosto 1999

13.2.27 “Fisica y Modelado del Transistor MOS”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 1999

2000 13.2.28 “Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-Agosto 2000

13.2.29 “Fisica y Modelado del Transistor MOS”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2000
13.2.30 “Fisica y Modelado de Dispositivos Semiconductores”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2000
2001 13.2.31 “Fisica de Dispositivos Semiconductores”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Enero-mayo 2001

13.2.32 “Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-Agosto 2001

13.2.33 “Fisica y Modelado del Transistor MOS”

INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2001

2002 13.2.34 “Fisica de Dispositivos Semiconductores”
INAOE, Tonantzintla, Puebla

Enero-mayo 2002
13.2.35 “Teoria Electromagneética” (Propedéutico)

INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-Agosto 2002

—107—



13.2.36 “‘Modelado y Simulacion de Dispositivos Semiconductores vy
Circuitos Integrados”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-Agosto 2002.
(Co-impartido por Alfonso Torres)

13.2.37 “Fisica General”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2002

2003 13.2.38 “Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-agosto 2003

13.2.39 “Dispositivos Electronicos”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2003

2004 13.2.40 “Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-julio 2004

2005 13.2.41 “Medicion, Caracterizaciéon y Modelado de Dispositivos en Altas
Frecuencias”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Enero-mayo 2005.
(Co-impartido por Reydezel Torres)

13.2.42 “Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-julio 2005.
(Co-impartido por Reydezel Torres)

13.2.43 “Fisica y Modelado del Transistor MOS”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2005.

2006 13.2.44 “Medicion, Caracterizacion y Modelado de Dispositivos en Altas
Frecuencias”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Enero-mayo 2006.

13.2.45 “Teoria Electromagnética” (Propedéutico)

INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-julio 2006.
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2007

2008

13.2.46

13.2.47

13.2.48

13.2.49

13.2.50

13.2.51

13.2.52

13.2.53

13.2.54

“‘Métodos Matematicos” (Propedéutico)

INAOE, Tonantzintla, Puebla

Junio-julio 2006.

(Co-impartido por los Dres. Soto, Ramirez y Pedraza)

“Fisica y Modelado de Transistores”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2006.
(Co-impartido por Pedro Rosales)

“Medicion, Caracterizacion y Modelado de Dispositivos en Altas
Frecuencias”

INAOE, Tonantzintla, Puebla

Enero-mayo 2007.

(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla

Mayo-julio 2007.

(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Teoria Electromagnética”

INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2007.
(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Medicion, Caracterizacion y Modelado de Dispositivos en Altas
Frecuencias”

INAOE, Tonantzintla, Puebla

Enero-mayo 2008.

(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Fisica y Modelado del Transistor MOS”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Mayo-julio 2008.

“Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla

Mayo-julio 2008.

(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Teoria Electromagnética”

INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2008.
(Co-impartido por Reydezel Torres)
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2009

2010

2011

13.2.55

13.2.56

13.2.57

13.2.58

13.2.59

13.2.60

13.2.61

13.2.62

13.2.63

“Medicion, Caracterizacién y Modelado de Dispositivos en Altas
Frecuencias”

INAOE, Tonantzintla, Puebla

Enero-mayo 2009.

(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla

Mayo-julio 2009.

(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Teoria Electromagnética”

INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2009.
(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Medicion, Caracterizaciéon y Modelado de Dispositivos en Altas
Frecuencias”

INAOE, Tonantzintla, Puebla

Enero-abril 2010.

(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla

Mayo-julio 2010.

(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Teoria Electromagnética”

INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2010.
(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Medicion, Caracterizaciéon y Modelado de Dispositivos en Altas
Frecuencias”

INAOE, Tonantzintla, Puebla

Enero-abril 2011.

(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla

Mayo-julio 2011.

(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Teoria Electromagnética”

INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2011.
(Co-impartido por Reydezel Torres)
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2012

2013

2014

13.2.64

13.2.65

13.2.66

13.2.67

13.2.68

13.2.69

13.2.70

13.2.71

13.2.72

13.2.73

“‘Fundamentos de Electrodinamica para el Rango de Microondas”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2010.

“Medicion, Caracterizacion y Modelado de Dispositivos en Altas
Frecuencias”

INAOE, Tonantzintla, Puebla

Enero-abril 2012.

(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla

Mayo-julio 2012.

(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Dispositivos de Microondas”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Mayo-julio 2012.

“Teoria Electromagnética”

INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2012.
(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Medicion, Caracterizacién y Modelado de Dispositivos en Altas
Frecuencias”

INAOE, Tonantzintla, Puebla

Enero-mayo 2013.

“Teoria Electromagnética” (Propedéutico)
INAOE, Tonantzintla, Puebla

Mayo-junio 2013.

(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Teoria Electromagnética”

INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2013.
(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Dispositivos de Microondas”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2013.

“Medicion, Caracterizacion y Modelado de Dispositivos en Altas
Frecuencias”

INAOE, Tonantzintla, Puebla

Enero-mayo 2014.
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13.2.74 “Medicion, Caracterizacién y Modelado de Dispositivos en Altas
Frecuencias”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Mayo-julio 2014.

13.2.75 “Teoria Electromagnética”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2014.
(Co-impartido por Reydezel Torres y Peter Halevi)

2015 13.2.76 “Teoria Electromagnética”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2015.
(Co-impartido por Reydezel Torres y Peter Halevi)

13.2.77 “‘Antenas’
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2015.

2016 13.2.78 “Métodos Matematicos”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Mayo-julio 2016.
(Co-impartido por Reydezel Torres y Rogerio Enriquez)

13.2.79 “Teoria Electromagnética”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2016.
(Co-impartido por Reydezel Torres y Peter Halevi)

13.2.80 ‘Fisica”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2016.

2017 13.2.81 “Lineas de Transmision, Guias de Onda y Antenas”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Enero-Mayo 2017.

13.2.82 “Métodos Matematicos”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Mayo-julio 2017.
(Co-impartido por Reydezel Torres)

13.2.83 “Fisica”

INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2017.
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2018

2019

2020

13.2.84

13.2.85

13.2.86

13.2.87

13.2.88

13.2.89

13.2.90

13.2.91

13.2.92

13.2.93

“Lineas de Transmision, Guias de Onda y Antenas”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Enero-Mayo 2018.

“‘Métodos Matematicos”

INAOE, Tonantzintla, Puebla
Mayo-julio 2018.

(Co-impartido por Luis Hernandez)

“Medicion, Caracterizacién y Modelado de Dispositivos en Altas
Frecuencias”

INAOE, Tonantzintla, Puebla

Mayo-julio 2018.

“Medicion, Caracterizaciéon y Modelado de Dispositivos en Altas
Frecuencias”

INAOE, Tonantzintla, Puebla

Enero-mayo 2019.

“‘Métodos Matematicos”

INAOE, Tonantzintla, Puebla
Mayo-julio 2019.

(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Teoria Electromagnética”

INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2019.
(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Fisica”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2019.

“Lineas de Transmision, Guias de Onda y Antenas’
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Enero-Mayo 2020.

“Seminario de Investigacion”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Mayo-julio 2020.

“‘Métodos Matematicos”

INAOE, Tonantzintla, Puebla
Junio-julio 2020.

(Co-impartido por Luis Hernandez)
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2021

2022

2023

13.2.94

13.2.95

13.2.96

13.2.97

13.2.98

13.2.99

13.2.100

13.2.101

13.2.102

13.2.103

“Teoria Electromagnética”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2020.
(Co-impartido por Peter Halevi)

“Lineas de Transmision, Guias de Onda y Antenas”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Enero-mayo 2021.

“‘Métodos Matematicos”

INAOE, Tonantzintla, Puebla
Mayo-julio 2021.

(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Lineas de Transmision, Guias de Onda y Antenas”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Enero-mayo 2022.

“‘Métodos Matematicos”

INAOE, Tonantzintla, Puebla
Mayo-julio 2022.

(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Teoria Electromagnética”

INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2022.
(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Lineas de Transmision, Guias de Onda y Antenas”
INAOE, Tonantzintla, Puebla
Enero-mayo 2023.

“‘Métodos Matematicos”

INAOE, Tonantzintla, Puebla
Mayo-julio 2023.

(Co-impartido por Luis Hernandez)

“Teoria Electromagnética”

INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2023.
(Co-impartido por Reydezel Torres)

“Modelado y Simulacién”

INAOE, Tonantzintla, Puebla
Agosto-diciembre 2023.
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14.- TESIS DIRIGIDAS

Doctorado:

2000

2003

2004

2008

2010

2011

2013

2016

2019

2021

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.1.6

14.1.7

14.1.8

14.1.9

14.1.10

14.1.11

“Analisis, Modelado y Disefio de una Estructura Split-Drain
MAGFET bajo Condiciones de Operacién a 77 y 300K”, Pedro J.
Garcia Ramirez. INAOE, agosto 24 2000. (Co-director: Edmundo
Gutiérrez).

“Small Signal Modeling of Bulk MOSFETs for High Frequency
Applications”, Reydezel Torres Torres. INAOE, diciembre 15 2003.

“Transistor Bipolar de Heterounién con Emisor Amorfo Compatible
con la Tecnologia CMOS”, Pedro Rosales Quintero. INAOE,
noviembre 15 2004. (Co-director: Alfonso Torres).

“‘Modelado de la Inductancia Propia para Interconexiones en
Silicio”, Jesus Huerta Chua. INAOE, diciembre 19, 2008.

“‘Modeling and Design of Split-Drain MAGFETs and Possible
Applications in Integrated Circuit Test”, Gerard Franz Santillan
Quifonez. INAOE, julio 15, 2010. (Co-Director: Victor Champac).

“‘Reconfigurable Microwave Circuits”, Georgina Guadalupe Rosas
Guevara. INAOE, julio 14, 2011. (Co-Director: Wilfrido Moreno).

“‘Development of Methodologies for Characterization and Modeling
of Devices for High Frequency Applications From Small-Signal S-
Parameters”, German Andrés Alvarez Botero. INAOE, agosto 16,
2013. (Co-Director: Reydezel Torres).

“‘Antennas for Millimeter-Wave Applications”, Luz Karine Sandoval
Granados. INAOE, junio 27, 2016.

“Study of the MOS Transistor for Applications in RF Circuits”,
Fabian Zarate Rincon. INAOE, agosto 26, 2016. (Co-Director:
Reydezel Torres).

“Estudio y Desarrollo de Radioenlaces en Banda K: Aplicacion
Potencial en Medicién de Atenuacion Atmosférica y
Comunicaciones”, Luis Alberto Rodriguez Menéses. INAOE, junio
27,2019. (Co-Director: Celso Gutiérrez Martinez)

“Modeling of on-chip inductors and coplanar waveguides including
effects introduced by the shield used to mitigate the EM coupling
with the semiconductor substrate”, José Valdés Rayén. INAOE,
agosto 30, 2021. (Co-Director: Reydezel Torres Torres)
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2022

2024

Maestria:

1990

1991

2000

2001

2002

2003

2005

14.1.12

14.1.13

14.2.1

14.2.2

14.2.3

14.2.4

14.2.5

14.2.6

14.2.7

14.2.8

14.2.9

14.2.10

“Physically Based Analyses of Interconnects and Characteristic
Impedance in Microwave Printed and Integrated Circuits”, Yojanes
Andrés Rodriguez Velasquez. INAOE, diciembre 8, 2022. (Co-
Director: Reydezel Torres Torres)

“‘Antenas para aplicaciones de microondas y de banda
milimétrica”, Karen Nallely Olan Nufiez. INAOE, enero 24, 2024.

“Determinacion de Funcionalidad de Circuitos Integrados Digitales
CMOS”, Sotero Fuentes, INAOE, octubre 15 1990. (Co-director:
Monico Linares A.)

“‘Disefio de un Otofono en Base a Celdas Basicas Analdgicas
CMOS”, Federico Sandoval, INAOE, mayo 23 1991.

“Método Alternativo para la Determinacion de la Longitud Efectiva
y la Resistencia Serie Fuente/Drenaje en el TMOS LDD”, Reydezel
Torres Torres, INAOE, agosto 9 2000.

“‘Reordenamiento de las Ecuaciones que Emanan de Circuitos no
Lineales para Acelerar la Simulacién Homoto6pica”, Héctor
Vazquez, INAOE, noviembre 5 2001. (Co-director: Arturo
Sarmiento R.)

“‘Disefio de un Magnetometro para Caracterizacion de Sensores
Magnéticos”, Edilberto Serrano, INAOE, mayo 24 2001.

“Fabricacién y Caracterizacion de Inductores Coplanares
Integrados”, Jesus Huerta, INAOE, febrero 22 2002. (Co-
directores: Alejandro Diaz Sanchez, Alfonso Torres Jacome).

“‘Modelado de Componentes Parasitos de Compuerta de un
Transistor MOS LDD”, Lucila Ortega Vargas, INAOE, noviembre 29
2002.

“Disefio, Fabricacion y Caracterizacion de Antenas Integradas’,
Georgina Rosas Guevara, INAOE, septiembre 1 2003.

“‘Modelado de la Interferencia Electromagnética en Lineas de
Interconexion”, Emmanuel Torres Rios, INAOE, octubre 24 2003.

‘Dos Filosofias Distintas de la Técnica de Calibracion LRL
Multilineas para Eliminar los Errores Sistematicos del Analizador
de Redes Vectorial”, Juan Alberto Saldivar Morales, INAOE, julio 8
2005. (Co-directores: Ignacio Zaldivar, Apolinar Reynoso).
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2009

2011

2012

2016

2018

2019

2020

2023

14.2.11

14.2.12

14.2.13

14.2.14

14.2.15

14.2.16

14.2.17

14.2.18

14.2.19

14.2.20

14.2.21

Licenciatura:

1992

14.3.1

“Modelado y Caracterizacion de MOSFETs Nanométricos
Utilizando Técnicas de Circuito Equivalente”, German Andrés
Alvarez Botero, INAOE, junio 29 2009. (Co-director: Reydezel
Torres).

“‘Disefio de un Sensor de Potencia para RF”, Oscar Addiel Sesefia
Osorio, INAOE, julio 15, 2011.

“Caracterizacion de MOSFETs de Microondas Considerando
Variaciones en el Voltaje de Substrato”, Fabian Zarate Rincén,
INAOE, julio 18, 2012. (Co-director: Reydezel Torres).

“‘Evaluacion de Modelos y Metodologias para Caracterizar el
TMOS en Altas Frecuencias”, Fabio Alejandro Ruiz Molina, INAOE,
febrero 19, 2016.

“Modelado, Medicién y Caracterizacion de Inductores Integrados”,
José Valdés Raydn, INAOE, febrero 26, 2016. (Co-director:
Reydezel Torres).

“‘Arreglo de Antenas de Microtira para Aplicaciones Satelitales”,
Brian Julian Sanchez Ruiz, INAOE, octubre 4, 2018.

“‘Disefio, Modelado y Caracterizacion de Arreglo de Antenas
Microstrip para Aplicaciones del Internet de las Cosas”, Karen
Nallely Olan Nunez, INAOE, agosto 15, 2019.

“‘An Energy Harvesting Antenna Array for the 28 GHz Band”, Hidai
Arnulfo Cardenas Herrera, INAOE, diciembre 13, 2019.

“‘Estudio del uso del Momento Angular Orbital en Ondas
Electromagnéticas para Comunicaciones en Altas Frecuencias”,
Antonia Carrasco Martinez, INAOE, diciembre 10, 2020.

‘Antena Reconfigurable para Aplicaciones en la Banda de 28
GHZz”, Vicente Alejandro Esquinca Garcia, INAOE, abril 28, 2023.

“‘Disefio y optimizacion de antenas flexibles a 28 GHz para
aplicaciones 5G”, Aurea Patricia Medrano Montalvo, INAOE,
diciembre 11, 2023.

“Fabricacion y Caracterizacion de Celdas Basicas Digitales
Integradas Metal-Oxido-Semiconductor Complementario (CMOS)”,
Ignacio Zaldivar, UAP, 1992. (Co-directores: Modnico Linares A.,
Arturo Prieto F.).
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2002

2022

14.3.2

14.3.3

“‘E-Magnetic 3D”, Carlos Marin, UDLA, enero 15 2002. (Co-
director: David Baez Lépez).

“Disefio e implementacion de un sistema de pruebas para los
subsistemas eléctrico, de telemetria y comando de un
picosatélite”, Adrian Quintero Gonzélez, Universidad Politécnica
del Estado de Morelos, enero 7 2022. (Co-director: Miguel Angel
Velasco Castillo).
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15.- DIRECCION DE PROYECTOS EXTERNOS

1989-90

1998-99

2000-01

2001-03

2002-04

2009-12

2018-21

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

“Fortalecimiento al Postgrado en Microelectronica en el INAOE”,
proyecto apoyado por el Consejo del Sistema Nacional de
Educacién Tecnoldgica (COSNET), clave 183.89, co-director:
Monico Linares.

“Caracterizacion de Transistores MOS para Aplicaciones en Alta
Frecuencia”, proyecto de Investigacion Inicial apoyado por el
CONACYT, clave 211290-5-126894A.

“Characterization and Modeling of High-Frequency MOS
Transistors”, proyecto conjunto con el “Interuniversitair Micro-
Elektronica Centrum” (IMEC) en Heverlee, Bélgica.

“Caracterizacion de Componentes Parasitas y Modelado del
Transistor MOS usando Técnicas de Alta Frecuencia”, proyecto
apoyado por el CONACYyT, clave 33810-A.

“‘LABDILEIT: Laboratory for Distance Learning based on Internet
Technology”, proyecto dentro del marco del programa Alfa-2 de la
Comunidad Europea.

“Caracterizacion en Altas Frecuencias de Componentes para
Circuitos Integrados CMOS/MEMS”, proyecto apoyado por el
CONACyT, clave 83774-Y.

“Fisica, Modelado y Caracterizacion de Dispositivos y Circuitos

para Comunicaciones Inalambricas”, proyecto apoyado por el
CONACYyT, clave 285199.
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16.-

.- CURSOS DE EDUCACION CONTINUA

1992

1995

1996

1999

2009

2016

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

“Didactica para Estudios de Postgrado”, INAOE, Tonantzintla,
Puebla, México, marzo-abril 1992 (20 horas).

“Hybrid and Multi-Chip Module Design”, Hughes Aircraft, California,
EUA, diciembre 1992 (40 horas).

“‘Hacia una Definicién de las Aplicaciones para Circuitos de Alta
Frecuencia: Silicio y Compuestos IlI-V”, INAOE, Tonantzintla,
Puebla, México, diciembre 1995 (20 horas).

“Model 360B Network Analyzer User Training Course”, INAOE,
Tonantzintla, Puebla, México, julio 1996 (20 horas).

‘RF 1C Design for Wireless Communication Systems”, Instituto
Federal de Tecnologia de Suiza, Lausanna, Suiza, junio-julio 1999
(30 horas).

‘MEMS SUMMIT V Technology”, Sandia National Laboratories,
Albuquerque, Nuevo México, EUA, diciembre 2009 (20 horas).

‘Fundamentals of Spectrum Analysis”; “Fundamentals of Power
Measurements”; “Fundamentals of Vector Network Analysis”;
“Calibration in Vector Network Analysis”, Rohde & Schwarz,
Londres, Inglaterra, octubre 2016 (6 horas).
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17.- MEMBRESIAS

1992-a la fecha

2002-a 2018

2004-2019

2004-2008

2004-a la fecha

2007-2014

2008-2009

2009-2010

2014-2019

2016-a la fecha

2019-a la fecha

Miembro de IEEE desde mayo 1992 (No. 3107919).
Nombramiento a Senior Member, 16 de febrero de 2002.

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1, julio
2002 a diciembre 2018.

Miembro del Consejo Directivo del Iberoamerican Science and
Technology Education Consortium (ISTEC), enero 2004 a mayo
2019.

Tesorero del Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado, A.C.
(COMEPOQ), enero 2004 a mayo 2008.

Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, AC, desde
diciembre 2004.

Presidente del Consejo Directivo del Iberoamerican Science and
Technology Education Consortium (ISTEC), julio 2007 a febrero
2014.

Vicepresidente del Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado,
A.C. (COMEPOQO), mayo 2008 a octubre 20009.

Presidente del Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado, A.C.
(COMEPOQ), Octubre 2009 a Octubre 2010.

Presidente del Iberoamerican Science and Technology Education
Consortium (ISTEC), febrero 2014 a mayo 2019.

Miembro de la European Microwave Association, octubre 2016 a la
fecha.

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 2, enero
2019 a la fecha.
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18.-

.- __PARTICIPACION EN COMITES ORGANIZADORES DE CONFERENCIAS

1999

2000

2001

2002

2003

Publicity Chair para el Third IEEE International Workshop on
Design of Mixed-Mode Circuits and Applications, Puerto Vallarta,
Jalisco, México, julio 26-28 1999.

Local Arrangements Chair para el Third IEEE International
Caracas Conference on Devices, Circuits and Systems
(ICCDCS2000), Cancun, Quintana Roo, México, marzo 15-17
2000.

Local Arrangements Chair para el Second IEEE Latin American
Test Workshop, Cancun, Quintana Roo, México, febrero 11-14
2001.

Presidente del Comité Organizador para el Segundo Encuentro
de Investigacion, Tonantzintla, Puebla, México, Noviembre 14-15
2001.

Miembro del International Committee para el Fourth IEEE
International Caracas Conference on Devices, Circuits and
Systems (ICCDCS2002), Aruba, Antillas Holandesas, abril 17-19
2002.

Presidente del Comité Organizador del Primer Taller
Mesoamericano y del Caribe de Biblioteca Digital y Educacion a
Distancia, Tonantzintla, Puebla, México, mayo 15-17 2002.

Presidente del Comité Organizador para el Tercer Encuentro de
Investigacion, Tonantzintla, Puebla, México, Noviembre 14-15
2002.

Coordinador General del Comité Organizador del /[EEE Latin
American CAS Tour 2002, Tonantzintla, Puebla, México,
noviembre 18-22 2002.

Co-Presidente del Programa Técnico para el XllI Congreso
Internacional de Electronica, Comunicaciones y Computadoras
(CONIELECOMP 2003), Cholula, Puebla, México, febrero 24-26
2003.

Coordinador General del Comité Organizador de la Conferencia
Internacional de Dispositivos, Circuitos y Sistemas Veracruz 2003,
Boca del Rio, Veracruz, México, junio 25-27 2003.

Presidente del Comité Organizador para el Cuarto Encuentro de
Investigacion, Tonantzintla, Puebla, México, noviembre 13-14
2003.

—122—



2004

2005

2006

Coordinador de Finanzas para el XVIIl Congreso Nacional de
Posgrado, Culiacan, Sinaloa, México, octubre 17-19 2004.

Coordinador Nacional de la Expo-Posgrado durante el XVIII
Congreso Nacional de Posgrado, Culiacan, Sinaloa, México,
octubre 17-19 2004.

Vice-Presidente del Comité Organizador del /V Congreso
Iberoamericano de Sensores (IBERSENSOR 2004), Puebla,
Puebla, México, octubre 27-29 2004.

Miembro del Technical Program Committee para el Fifth IEEE
International Caracas Conference on Devices, Circuits and
Systems (ICCDCS2004), Punta Cana, Republica Dominicana,
noviembre 3-5 2004.

Presidente del Comité Organizador para el Quinto Encuentro de
Investigacion, Tonantzintla, Puebla, México, noviembre 8-9 2004.

Coordinador General del Comité Organizador del /[EEE Latin
American CAS Tour 2004, Boca del Rio, Veracruz, México,
noviembre 17-19 2004.

Miembro del Comité Técnico del X/ Taller Iberchip (IWS-2005),
Salvador de Bahia, Brasil, marzo 28-30, 2005.

Coordinador de Finanzas para el XIX Congreso Nacional de
Posgrado, Puebla, Puebla, México, septiembre 19-21, 2005.

Presidente del Comité Organizador para el Sexto Encuentro de
Investigacion, Tonantzintla, Puebla, México, octubre 27-28 2005.

Miembro del Comité Técnico del XI/ Taller Iberchip (IWS-2006),
San José, Costa Rica, marzo 22-24, 2006.

General Chair para el Sixth IEEE International Caribbean
Conference on Devices, Circuits and Systems (ICCDCS2006),
Playa del Carmen, Quintana Roo, México, abril 26-28 2006.

Coordinador de Finanzas para el XX Congreso Nacional de
Posgrado, México, D.F., México, octubre 16-17 2006.

Coordinador General de la Expo-Posgrado durante el XX
Congreso Nacional de Posgrado, México, D.F., México, octubre
16-17 2006.

Miembro del Comité Técnico del Simposio de Metrologia 2006,
Querétaro, Querétaro, octubre 25-27 2006.
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2007

2008

Miembro del Comité Técnico de la 36th ASEE/IEEE Frontiers in
Education Conference, San Diego, California, EUA, octubre 28-31
2006.

Presidente del Comité Organizador para el Séptimo Encuentro
de Investigacion, Tonantzintla, Puebla, México, noviembre 8 y 9,
2006.

Miembro del Comité Técnico del XI/II Taller Iberchip (IWS-2007),
Lima, Peru, marzo 14-16, 2007.

Miembro del Comité Técnico del XVIII European Conference on
Circuit Theory and Design (ECCTD 2007), Sevilla, Espana, agosto
26-30, 2007.

Miembro del Comité Técnico de la 37th ASEE/IEEE Frontiers in
Education Conference, Milwaukee, Wisconsin, EUA, octubre 10-13
2007.

Presidente del Comité Organizador para el Octavo Encuentro de
Investigacion, Tonantzintla, Puebla, México, noviembre 8 y 9,
2007.

Coordinador de Finanzas para el XX/ Congreso Nacional de
Posgrado, Guadalajara, Jalisco, México, noviembre 20-23 2007.

Coordinador General de la Expo-Posgrado durante el XXI
Congreso Nacional de Posgrado, Guadalajara, Jalisco, México,
noviembre 20-23, 2007.

Miembro del Comité Técnico del XX/ Conference on Design of
Circuits and Integrated Systems (DCIS 07), Sevilla, Espana,
noviembre 21-23, 2007.

Local Arrangements Chair para el Workshop on Frontiers in
Electronics (WOFE 2007), Cozumel, Quintana Roo, México,
diciembre 15-19 2007.

Local Arrangements Chair para el Ninth IEEE Latin American
Test Workshop, Puebla, Puebla, México, febrero 18-20 2008.

General Co-Chair para el XIV Taller Iberchip (IWS-2008), Puebla,
Puebla, México, febrero 20-22 2008.

Finance and Global Arrangements Chair para la Seventh IEEE
International Caribbean Conference on Devices, Circuits and
Systems (ICCDCS2008), Cancun, Quintana Roo, México, abril
28-30 2008.
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2009

Miembro del Comité Técnico del Simposio de Metrologia 2008,
Querétaro, Querétaro, octubre 22-24, 2008.

Miembro del Comité Técnico de |la 38th ASEE/IEEE Frontiers in
Education Conference, Saratoga Springs, Nueva York, EUA,
octubre 22-25 2008.

Presidente del Comité Organizador para el XXII Congreso
Nacional de Posgrado, Mérida, Yucatan, octubre 27 a 29, 2008.

Presidente del Comité Organizador para el Noveno Encuentro
de Investigacion, Tonantzintla, Puebla, México, noviembre 6 y 7,
2008.

Miembro del Comité Técnico del XXIIl Conference on Design of
Circuits and Integrated Systems (DCIS 08), Grenoble, Francia,
noviembre 12-14, 2008.

Local Arrangements Chair para el Second Dependable Circuit
Design Conference, Playa del Carmen, Quintana Roo, Meéxico,
noviembre 27-28, 2008.

Miembro del Comité Técnico del 2009 International Workshop
Series on Signal Integrity and High-Speed Interconnects
(IMWS2009-R9), Guadalajara, Jalisco, México, febrero 20-21
2009.

Miembro del Comité Técnico del XV International Workshop
IBERCHIP (IWS 2009), Buenos Aires, Argentina, marzo 25-27
2009.

Miembro del Comité Técnico de la 39th ASEE/IEEE Frontiers in
Education Conference, San Antonio, Texas, EUA, octubre 18-21
20009.

Presidente del Comité Organizador para el XXIlI Congreso
Nacional de Posgrado, San Luis Potosi, San Luis Potosi, México,
octubre 12 a 14, 20009.

Vice-Presidente del Comité de Programa para la XVII Asamblea
General del Iberoamerican Science and Technology Education
Consortium, Albuquerque, Nuevo Meéxico, EUA, octubre 26-30,
2009.

Presidente del Comité Organizador para el Décimo Encuentro

de Investigacion, Tonantzintla, Puebla, México, noviembre 5 y 6,
20009.
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2010

2011

2012

Presidente del Comité Local de Organizacion y Presidente de
Finanzas del IEEE Circuits and Systems for Medical and
Environmental Applications Workshop (CASME 09), Mérida,
Yucatan, México, diciembre 14-16, 2009.

Miembro del Comité Técnico del XVI International Workshop
IBERCHIP (IWS 2010), Iguazu, Brasil, febrero 23-25 2010.

Miembro del Comité Técnico de |la 40th ASEE/IEEE Frontiers in
Education Conference, Washington, DC, EUA, octubre 27-30
2010.

Presidente del Comité Organizador para el XXIV Congreso
Nacional de Posgrado, Colima, Colima, México, octubre 6 a 8,
2010.

Presidente del Comité Organizador para el Undécimo Encuentro
de Investigacion, Tonantzintla, Puebla, México, noviembre 4 y 5,
2010.

Presidente del Comité Local de Organizacion y Presidente de
Finanzas del IEEE Circuits and Systems for Medical and
Environmental Applications Workshop (CASME 10), Mérida,
Yucatan, México, diciembre 13-15, 2010.

Presidente del Comité Académico del XVII International
Workshop IBERCHIP (IWS 2011), Bogota, Colombia, febrero
23-25 2011.

Miembro del Comité Técnico del 12th IEEE Latin American Test
Workshop (LATW 2011), Porto de Galinhas, Brasil, marzo 27-30
2011.

Miembro del Comité Técnico de la 471st ASEE/IEEE Frontiers in
Education Conference, Rapid City, South Dakota, EUA, octubre
12-15 2011.

Presidente del Comité Local de Organizacion y Presidente de
Finanzas del IEEE Circuits and Systems for Medical and
Environmental Applications Workshop (CASME 12), Mérida,
Yucatan, México, enero 9-10, 2012.

General Co-Chair y Tesorero para el  XVIIl Taller Iberchip

(IWS-2012), Playa del Carmen, Quintana Roo, México, febrero 29-
Marzo 2 2012.
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2014

2015

Tesorero para el Third IEEE Latin American Symposium on
Circuits and Systems (LASCAS 2012), Playa del Carmen,
Quintana Roo, México, febrero 29-Marzo 2 2012.

Presidente del Comité Local y Tesorero del 13th IEEE Latin
American Test Workshop (LATW 2012), Quito, Ecuador, abril 10-13
2012.

General Co-Chair para la Design and Test Summer School,
Puebla, Puebla, México, octubre 25y 26, 2012.

Miembro del Comité Técnico del 5" Latin American Symposium
on Circuits and Systems (LASCAS 2014), Santiago, Chile, febrero
25-28, 2014.

Presidente del Comité Global y Tesorero para la XX Asamblea
General del Consorcio Iberoamericano para la Educacion en
Ciencia y Tecnologia (ISTEC), Tonantzintla, Puebla, México, Marzo
25-28, 2014.

Presidente del Comité Global y Tesorero para la [EEE
International Caribbean Conference on Devices, Circuits and
Systems (ICCDCS 2014), Playa del Carmen, Quintana Roo,
México, abril 2-4, 2014.

Co-Organizador de la Sesiéon Especial para América Latina en
el marco del IEEE International Microwave Symposium (IMS
2014), Tampa, Florida, EUA, junio 4, 2014.

Presidente del Comité Global y Tesorero para 22nd |FIP/IEEE
International Conference on Very Large Scale Integration (VLSI-
SoC 2014), Playa del Carmen, Quintana Roo, México, octubre 6-8,
2014.

Miembro del Comité Técnico del 6t Latin American Symposium
on Circuits and Systems (LASCAS 2015), Montevideo, Uruguay,
febrero 24-27, 2015.

Co-Organizador de la Sesiéon Especial para América Latina en
el marco del IEEE International Microwave Symposium (IMS
2015), Phoenix, Arizona, EUA, mayo 21, 2015.

Presidente del Comité Local de la 77t International School on
the Effects of Radiation on Embedded Systems for Space
Applications (SERESSA 2015), Puebla, México, noviembre 30-4
diciembre, 2015.
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2016

2017

2018

2019

2021

2023

Miembro del Comité Técnico del 7t Latin American Symposium
on Circuits and Systems (LASCAS 2016), Florianépolis, Brasil,
febrero 28-2 marzo, 2016.

Co-Organizador de la Sesion Especial “Microwaves in the
Americas” en el marco de la European Microwave Conference
(46t EuMC), Londres, Inglaterra, octubre 6, 2016.

Co-Presidente del Comité Técnico de Programa para Latin
American Microwave Conference (LAMC 2016), Puerto Vallarta,
Jalisco, México, diciembre 12-14, 2016.

Miembro del Comité Técnico del 8t Latin American Symposium
on Circuits and Systems (LASCAS 2017), Bariloche, Argentina,
February 20-23, 2017.

Co-Presidente de 20717 International Caribbean Conference on
Devices, Circuits and Systems (ICCDCS 2017), Cozumel,
Quintana Roo, México, junio 5-7, 2017.

Co-Presidente del 2018 Latin American Symposium on Circuits
and Systems (LASCAS 2018), Puerto Vallarta, Jalisco, México,
febrero 25-28, 2018.

Miembro del Comité Técnico del 10 Latin American Symposium
on Circuits and Systems (LASCAS 2019), Armenia, Colombia,
febrero 25-27, 2019.

Publications Chair para el 2019 Latin American Symposium on
Circuits and Systems (LASCAS 2019), Armenia, Colombia, febrero
25-27, 2019.

Co-Presidente del 37 I[EEE Mexican Humanitarian Technology
Conference (MHTC 2021), Puebla, Puebla, México, abril 21-22
2021.

Presidente del Comité Organizador del 713 Seminario de

Electronica y Disefio Avanzado, INAOE, Puebla, México,
septiembre 20-22, 2023.
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19.- SEMBLANZA CURRICULAR

El Dr. Roberto Murphy es investigador Titular “C” en el INAOE, donde
trabaja desde 1988 asociado a la Coordinacion de Electronica. Su
campo de interés se enfoca en la electronica de altas frecuencias,
especialmente en la fisica, modelado y caracterizacion de dispositivos
para aplicaciones en comunicaciones inalambricas.

Adicionalmente, ha desempefado labores administrativas en el
INAOE por mas de 17 anos; fue Director de Formacion Académica y
Director de Investigacion, y jefe del Departamento de Electrénica.
Fungi6 como Tesorero, Vicepresidente y Presidente del Consejo
Mexicano de Estudios de Posgrado, A.C. (COMEPO), y como
integrante del Consejo Directivo y posteriormente Presidente del
Iberoamerican Science and Technology Education Consortium (ISTEC), una organizacion
académica sin fines de lucro basada en Albuquerque, Nuevo México, EUA.

Ha publicado mas de 160 trabajos en revistas cientificas, conferencias y periédicos, ha
impartido mas de 100 cursos de postgrado y ha dirigido 37 tesis de grado.

Es Nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia Mexicana de
Ciencias, de la European Microwave Association, y es Senior Member del Institute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE), asociacion profesional de la cual es también
“Conferencista Distinguido” para la Sociedad de Dispositivos Electronicos (EDS).
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